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특허청  

청  1 

  는 ,

상에 트라  상(stripe shape)  열  복   1 극들  는 단계;

상  복   1 극들상에  는 단계;

상  상에 트라  상  열  복   2 극들  는 단계;

상  복   2 극들상에  재료  포 는 막  는 단계; 

상   재료  포 는 상  막  는  재료  포 는 막  는 단계  포 ,

상  복   2 극들  상  복   1 극들에 직 고,

상     재료  포 는 상  막  크 트 에  는,    .

청  2 

  는 ,

상에 트라  상  열  복   1 극들  는 단계;

상  복   1 극들상에  는 단계;

상  상에 트라  상  열  복   2 극들  는 단계;

상  복   2 극들상에  재료  포 는 막  는 단계; 

상   재료  포 는 상  막  는  재료  포 는 막  는 단계  포 ,

상  복   2 극들  상  복   1 극들에 직 고,

상     재료  포 는 상  막   가 (electric field application method)에 

 는,    .

청  3 

  는 ,

상에 트라  상  열  복   1 극들  는 단계;

상  복   1 극들상에  는 단계;

상  상에 트라  상  열  복   2 극들  는 단계;

상  복   2 극들상에  재료  포 는 막  는 단계; 

상   재료  포 는 상  막  는  재료  포 는 막  는 단계  포 ,

상  복   2 극들  상  복   1 극들에 직 고,

상     재료  포 는 상  막  동  에  ,

상  , 상   2 극,  재료  포 는 상  막,  재료  포 는 상  막  동  막 착

 사 여 연  는,    .

청  4 

  는 ,

상에 트라  상  열  복   1 극들  는 단계;

상  복   1 극들상에  는 단계;
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상  상에 트라  상  열  복   2 극들  는 단계;

 재료  포 는 막  상  복   2 극들상에 연 도  상  복   2 극들상에  재료

포 는 막  는 단계; 

상   재료  포 는 상  막  는  재료  포 는 막  는 단계  포 ,

상  복   2 극들  상  복   1 극들에 직 고,

상     재료  포 는 상  막  크 트 에  는,    .

청  5 

  는 ,

상에 트라  상  열  복   1 극들  는 단계;

상  복   1 극들상에  는 단계;

상  상에 트라  상  열  복   2 극들  는 단계;

 재료  포 는 막  상  복   2 극들상에 연 도  상  복   2 극들상에  재료

포 는 막  는 단계; 

상   재료  포 는 상  막  는  재료  포 는 막  는 단계  포 ,

상  복   2 극들  상  복   1 극들에 직 고,

상     재료  포 는 상  막   가 에  는,    .

청  6 

  는 ,

상에 트라  상  열  복   1 극들  는 단계;

상  복   1 극들상에  는 단계;

상  상에 트라  상  열  복   2 극들  는 단계;

상  복   2 극들상에  재료  포 는 막  는 단계; 

상   재료  포 는 상  막  는  재료  포 는 막  는 단계  포 ,

상  복   2 극들  상  복   1 극들에 직 고,

상     재료  포 는 상  막  동  에  ,

상  , 상   2 극,  재료  포 는 상  막,  재료  포 는 상  막  동  막 착

 사 여 연  는,    .

청  7 

 1  내지  6   어느  에 어 ,

상    재료(low molecular material)  포 는,    .  

청  8 

 1  내지  6   어느  에 어 ,

 재료  포 는 상  막  CVD  또는 착 에  는,    .

청  9 

 1  내지  6   어느  에 어 ,

 재료  포 는 상  막  질  실리 , 탄탈 산 , 질  루미늄 또는 탄   나  포 는, 
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   .

청  10 

 1  내지  6   어느  에 어 ,

 재료  포 는  상  막  폴리 미드,  폴리 미드,  크릴  지,  또는  사 클

(benzocyclobuten)  포 는,    .

청  11 

 1  내지  6   어느  에 어 ,

상   는 비  라, 헤드 착  , 상 재생 , 포 블 컴퓨 , 개  컴퓨 , 

   사운드 재생   그룹  택   에 포 는,    .

청  12 

 1  내지  6   어느  에 어 ,

상  복   1 극들  도 (transmissive) 고, 상  복   2 극들  사 (reflective) , 

  .

청  13 

 1  내지  6   어느  에 어 ,

상  복   2 극들  도 고, 상  복   1 극들  사 ,    .

청  14 

 1  내지  6   어느  에 어 ,

상  복   1 극들간에 크(bank)  는 계   포 는,    .

청  15 

 1  내지  6   어느  에 어 ,

루미늄 막  포 는 보  극  는 단계   포 는,    .

청  16 

 1  내지  6   어느  에 어 ,

 재료  포 는 상  막  건   산  지   어도 나  포 는,    .

  

 상  

     

         는   그  래

본  연 재 에  또  드  드 사 에 삽  EL(  )  얻   는 <23>

 재료(   EL 재료  언 )  는 EL  가진   ,   닛(

 또는  니 )     가진     에  것 다.

   는 OLED(   다 드) 도 언  주 다.<24>

근에,   재료  EL 상  는    EL  사 는  (<25>

 )  개  진 어 다.   는  사  ,   다 게 후

 지 는다. 욱 ,   는  시계 각도  가지 , 라     
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 닛  식 다. 

EL 는  (  가  생 는 )  드   드  얻어질  는<26>

  포 는   심 다.  에 는  가지 태   재 , 

  싱 릿 여  상태(singlet excitation  state)( (fluorescence))  그라운드 상태  리

 생 는  다   트리 릿 여  상태(triplet excitation state)( (phosphorescence))

 그라운드 상태  리   생 는 다. 본  들   에   다.

    ,  비 (단  매트릭 )  (  매트릭 )   가 재<27>

, 들  태는  상 다. 특 ,  매트릭    는 재 주 가 집 고 

다. EL  어  언   는 EL   EL 재료에 는    EL 재료  고

  EL 재료( 체 본)  여 연 가 진 고 다. 체   EL 재료는 그들   

본  EL 재료  비 여 에  뿐만 니라  열  가지  에 특  시 고 

다. 

 에  어 는   Seiko-Epson, Co에   크- 트  체   EL 재<28>

료들에  막 착    다.

본 에 , EL  고 또  EL  상에 고 EL  는  재료(  지)  포<29>

는 막( 후 커  언 는 막)  는  동   사 다. 커   재료  만들

어진  또  드, EL   드  루어진 EL  드 상에   것에 다. 

러  커  공  TFT 또는 EL   시키는  다. 또 , EL  습   산 가

드는 것  지    에, EL  열 가 지   다.  커  상에  재료  만들어진 막

( 후 벽  언 )  가  , 습   산 가 커  또는 EL  내  드는 것  

지   다.

         루고  는  과

 <30>

본   동  티 챔  내에  EL , 드, 벽   커  연  는 <31>

 공 는 것 다. 

본  다   원 는 에   어  가진 커  는 것 다. <32>

또 , 본  또 다   상  같  단  사 는   ,   는 , <33>

 닛  러     갖는   공 는 것 다. 

러  본   달  여 사 는 티 챔 는 크 트  또는  가 에 <34>

 재료  만들어진 커   EL  는  챔 , 착에  드  는 착 챔 , 

질  실리  또는 탄탈 산  만들어진 벽  는 링 챔  포 는 막 착 다. 

본 에 어 , EL 재료가 에  는  에 여 EL  는 경우에, 러  <35>

 재료 챔 에 공 다.  본  에 걸쳐 가 체  언 다. 가 체가 원 고 

 가질 , 가 체는 극에 여 공 는 에  어 어, 에 라 EL   에

에  다. 

게다가, 커 에 는  지막  는  지 체가 재료 챔 내에 공 다. 커  EL  <36>

  과 사   에 여 다. 

본 에 는 벽  EL  드 상  커   후에   고 또는 그 는 커<37>

EL  드 상에 벽   후에 는  주 다.

본  도  참 여 에   상   것 다.<38>

       

본  실시 는 도 1a 내지 도 1c  참 여 여   것 다. 도 1a에 도시  같 , EL ,<39>

드, 벽   커  동  티 챔 내에  공    다.
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벽  습   산 가 EL  내  드는 것  막고  재료   막  언  심<40>

다.

우 , EL   가  또는 크 트  사   챔  내에 다. 드는 착<41>

에 여 착 챔  내에  , 벽  드 상에 가  다. 링 또는 라 마 CVD

사 ,  벽  질  실리 ,  탄탈  산 ,  질  루미늄  또는  탄  루어진  다 몬드  탄

(diamond-like carbon; DLC)  같   재료  만들어진  재료  다. , 벽  상 에

는 커  EL  과 사 게 크 트 에 여  챔 내에  , 에 라  

   (sealing structure)가 다. 

 같 , 동   EL   커    사  에, 들   에 만 택<42>

  동  챔 내에  처리   다.

본 에   막(lamination film)  단 가 도 1b에 도시 어 다. 도 1b에 , 참  (10<43>

1)는 리  나타내 , 참  (102)는  어 TFT  나타낸다. 욱 , 참  (103)는  어

TFT에    도 막  만들어진  극  나타낸다. EL (104)    사

  극(103) 상에 , 드(105)는 착에 여 EL (104) 상에 가  다.

욱 , 질  실리   탄탈 산 과 같  막 또는 탄  만들어진 DLC막  만들어진 벽 (106)<44>

드(105)상에 다. 벽 (106)  후에,  지막  만들어진 커 (107)  EL 과 동

  사  그 에 다.

도 1c에는 가 체가 EL   커 (107)  시   에  어 는  가 <45>

 도시 어 다.

도 1c에는 도 1b에 도시   내에  벽 지  (110)  도시 어 다. 참   111  커<46>

    지 체가 공  재료 챔  나타낸다. 재료 챔 (111)내에는  진

(112)가 공 , 극(114)  재료 챔 (111)  첨단(tip)에 (113)상에 공 , 여   지 체

는 다. 

본  경우에,  지 체는  진 (112)에   진  달  통  재료 챔 (111)에<47>

원 다. 여  원   지 체는 재료 챔 (111)  (113)상에 공  극(114)에  

   동 , 에 라  매트릭  (110)상   에 EL   커  다.

리  극(15)  (113)   가 는  지 체  , 가  극(116)  비  <48>

   가 시킨다. 게다가, 어 극(117)  (110)   상에 체  공 도   

 어 다.

라 , 도 1b에 도시   가 동  티 챔  내에   는     가 <49>

다.

도 1b는  재료  만들어진 커  EL   여  재료  만들어진 벽   후에 <50>

는 경우  도시 다는 것에 다. 그러나, 본 에 어 ,  재료  만들어진 벽  EL 

  여  재료  만들어진 커   후에   다.

[실시  1]<51>

도 2는 본  EL    에  단 도 , 도 3a는 상    평 도 ,<52>

도 3b는  도시  도 다. 실 , 는  ( 상  )   여 매

트릭  태  열 다. , 도 3a  A-A'  라 취  단 도는 도 2  다. 라 , 동  참

 가 도 2, 도 3a,  도 3b에  사  에, 참  는  도 에  만들어질  다. 비

도 3  평 도가  개   도시 지라도,  개  는 동   가진다.

도 2에 , 참  (11)는  나타내 , 참  (12)는  는 연막( 후 막  언 )<53>

 나타낸다. (11) , 리, 리 라믹, , 실리 , 라믹,  또는 라 틱  만들어진 

 사   다.

막(12)  가동 (movable ion) 또는 도   포 는  사 는 경우에 특  지라도,<54>

  상에 막  공 는 것   것  니다. 막(12)  실리  포 는 연막
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사   다. 본 에 어 , 실리  포 는 연막  실리  산  막, 질  실리  막 또는 질

 실리  산 막(SiOxNy  )과 같  미리 결  비  실리 , 산  또는 질  포 는 연막

나타낸다. 

열 사 과  가진 막(12)  에  TFT  열  산  는 TFT   또는 EL  <55>

지 는 것  과 다.  공지  재료는 열 사 과  공  여 사   다.

여 에 , 개  TFT는 내에 다. 참  (201)는 n-채  TFT    TFT  나타낸다. 참<56>

 (202)는 p-채  TFT    어 TFT  나타낸다. 

그러나, 본 에 어 ,  TFT가 n-채  TFT  고  어 TFT가 p-채  TFT   가<57>

없 나,  TFT가 p-채  TFT  만들어지고  어 TFT가 n-채  TFT  만들어지고 또는  TFT가 n-채

 TFT 또는 p-채  TFT  사 도  변  루어질  다.

 TFT는  역(13), 드  역(14), LDD 역(15a 내지 15d), 고 도  역(16)  채  <58>

역(17a, 17b)  포 는 , 게 트 연막(18), 게 트 극(19a, 19b),  1 간 연막(20), 

어링(21),  드  어링(22)  포 다. 

게다가, 도 3a  도 3b에 도시  같 , 게 트 극들(19a, 19b)  그들  다  재료( 후 게 트 극<59>

(19a, 19b)보다 낮   가지는 재료)   게 트 어링(211)에  는  게 트

 가진다. ,  게 트  뿐만 니라 단  게 트 또는 3  게 트  같   티 게

트 ( 어도  개  채   역  직  는  포 는 )  채택   다. 티

게 트 는  값  감 시킬  , 본 에    (201)는 티 게 트 

 만들어지  라  낮   값  가진  가 실 다. 

 결   포 는 도체 막  다. , 단결  도체 막  사   , 다결  <60>

도체 막 또는 미 결  도체 막  사   다. 게 트 연막(18)  실리  포 는 연막  

  다.  도 막  게 트 극,  어링 또는 드  어링에  사   다.

게다가,  TFT(201)에 , LDD 역들(15a 내지 15d)  게 트 연막(18)  통  게 트 극(19a, 19b)<61>

과 첩 지 도  공 다. 러     값  감 시킬  매우 다.

 값  감 시키는 에  볼  채   역  LDD 역 사   역(채   역 <62>

게 트 과 동   도체  만들어진 역  지 )  공 는 것   람직 다

는 것에 다. 어도  개  게 트 극  가진 티 게 트  경우에, 채   역 사 에 

공  고 도  역   값  감 시킬  다. 

다 에,  어 TFT(202)는  역(31), 드  역(32), 채   역(34), 게 트 연막(18), 게<63>

트  극(35),   1  간  연막(20),   어링(36)   드  어링(37)  포 는  

포 다. 비  게 트 극(35)  단  게 트  가질지라도, 티 게 트 가 사   다.

도 3에 도시  같 ,  TFT  드   어 TFT(202)  게 트에 다. 특 ,  어<64>

TFT(202)  게 트 극(35)  드  어링(  어링  언 )(22)  통   TFT(201)  드

 역(14)에  다.  어링(36)   공  라 (212)에 다.

 어 TFT(202)는 EL (203)에 주    어 는 , EL  에  량  <65>

가 는 것  람직 지 다. 라 , 과 가  어 TFT(202)  통  지 도  채  (L)

 게 계 는 것  람직 다. 당 (0.5 내지 2㎂)( 람직 게 1 내지 1.5㎂)  만드는 것

람직 다. 

 TFT(201)에  LDD 역  (폭)는 0.5 내지 3.5㎛ , 통상  2.0 내지 2.5㎛  만들어진다.<66>

도 3a에 도시  같 ,  어 TFT(202)  게 트 극(35)  포 는 어링  참  (50)  시<67>

 역  연막  통  원 공  라 (212)과 첩 다.  커 시 ( )는 참  (50)  시

역에  다. 도체 막(51)에   커 시 , 게 트 연막과 동  에 는 연막(도 에

도시 )  원 공  라 (212)   커 시  사 는 것  가능 다.  커 시 (50)는  

어 TFT(202)  게 트 극(35)에 공   지 는  능  다. 

  는   가시키는 에  보 ,  어 TFT(202)   (특  채   역)<68>
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께( 람직 게 50  내지  10㎚,  특  60  내지  80㎚)  가시키는 것  람직 다. ,  

TFT(20)  경우에 ,   값  감 시키는 에  보 , (특  채   역)  께( 람직

게, 20 내지 50㎚,  람직 게 25 내지 40㎚)  감 시키는 것  다. 

다 에, 참  (38)는  1 막  나타내 , 막  께는 10㎚ 내지 10㎛( 람직 게 200 내지<69>

500㎚)  만들어진다. 그 재료 , 실리  루어진 막(특 , 실리  산  막 또는 질  실리  막  

람직 )  사   다.

 2 간 연막(평 막  언 )(39)  TFT에    평평 게 도  각각  TFT   <70>

여  1 막(38) 상에 다.  2 간 연막(39) ,  지 막  람직 , 폴리 미드,

크릴 지, BCB( 사 클 ) 등  사 는 것  람직 다. 

 2 간 연막(39)  통  TFT에  는  평평 게 는 것  다. EL  매우  <71>

에, 빈    재에 여 생 는 경우가 재 다. 라 , EL  평 상에   

도   극   에 평 시키는 것  람직 다.

참  (40)는  극막  만들어진  극(EL  드에 )  나타내 , (개<72>

)   2 간 연막(39)   1 막(38)내에   후에  극   개  에  

 어 TFT(202)  드  어(37)에 도  다. 

러  실시 에 , 듐 산   주  산   만들어진 도 막   극  사 다. 게<73>

다가, 량  갈  에 첨가   다. 게다가, 듐 산   연 산   또는 연 산  

갈  산   사   다.  극   상에  후에 생  리 (recess)는 본 

에  극 라 언  주 다. 

 극  후에, 지 재료  만들어진 크(41)가 다. 크(41)는 1 내지 2㎛  께  가진 폴<74>

리 미드  막  또는  크릴  지막  닝  다.  크(41)는   어 사  트라

(stripe)  각각 다. 본 실시 에 , 비  크가  어링(21)  라 지라도, 크는

게 트 어링(35)  라   다.

다 에, EL (42)  도 1c에    가  다. 비  단지 나  가 여 에 도시 지라<75>

도, R( 색), G( 색)  B(청색)  각각  색에 는 EL  다.

EL   사   EL 재료 , 체 재료가 사 다. 통상  체 재료 , 폴리 라 닐<76>

비닐(PPV), 폴리비닐 (PVK), 폴리 루  등  다. 

PPV   EL  재료  같  다  태가 재 지라도, 컨  다 과 같  식  공개 다("H.Shenk,<77>

H.Becker,  O.  Gelsen,  E.  Kluge,  W.  Kreuder   H.  Spreitzer,  "  다 드  체" Euro  Display,

Proceedings, 1999, p.33-37")

[ 식 1]<78>

<79>

[ 식 2]<80>

<81>
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게다가, 본 특허 원 공개  헤   10-92576 에 개시  식  폴리 닐비닐  사   다. <82>

식  다 과 같다.

[ 식 3]<83>

<84>

[ 식 4]<85>

<86>

게다가, PVK  EL 재료  다 과 같  식  재 다.<87>

[ 식 5]<88>

<89>

체  EL 재료는 그것  체  상태에   에  어   거나 또는 그것  <90>

 상태에 고  후     에    다. 그것   상태에  는 경

우에, 체 질  체가 도  진공 상태에  가열에 여 후 다. 

특  EL , 사 폴리 닐비닐(cyanopolyphenylenevinylene)  색   EL   사 ,<91>

폴리 닐 비닐(polyphenylenevinylene)  색   EL    사 ,  폴리 닐 비닐

(polyphenylenevinylene) 또는 폴리 킬 닐 (polyalkylphenylene)  청색   EL   사 다. EL

 께는 30 내지 150㎚( 람직 게 40 내지 100㎚)  도  는 것  다. 

그러나,  실시 는 본  EL  사   는  EL 재료  실시  라  들 재료<92>

에 본  는 것  람직 지 다. 본 실시 에 ,  EL 재료     가

시 과 께  는 EL  도  거  여 다. 라 , 가 는 도가

EL  리  도  과 지     EL재료가 사   다. 여 에  언 지 는 

 재료 또는 고  재료가 사   다.

루엔(toluene), 크실 (xylene), 크 (chlorobenzene), 크 (dichlorobenzene), 니 , 크<93>

(cloroform),  크 탄(dichloromethane),  틸  랙 (butyl  lactone),  틸  (butyl

cellosolve), 사 크 헥산(cyclohexane), NMP(N- 틸-2- 리돈), 사 크 헥산, 다 산, 또는 THF( 트라

드 포란)  통상   시 다.  EL 재료가 는 는 본  에 걸쳐 가

체  언 다. 게다가, 1×10
-3
과 3×10

-2
Pa·s 사 에 다.

첫째, 재료 챔 (111)에  비  가 체는 도 1c에 도시   같   진 (112)에  원<94>

다. 원  가 체가 (113)상에 공 는 극(114)    통   가 

, 가 체는 리  극(115)에  (113)  다.  가 체가 가  극(116)에 

가  후에,  가  체는  어  극(117)에   어   상에  공 다.  라 ,  EL  

다. 가 체는 재료 챔 (111)  는 간에 (113)에 착 는 극(114)   

에 여 , 에 라 그것   가 다.

본 에 , 재료 챔 (111)에  공  색 EL 에  가 체는 에  원   어 ,<95>

색  시키  여   도  공 다. 다 에,    에  3개  

거 는 동 , 색  시키       개  마다 다. 재료 챔 (111)에  비

 색 EL 에  가 체는 동  식  공 어  개  마다 색  시키  여 
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 다. 게다가, 재료 챔 (111)에  비 는 색 EL 에  가 체는 동  식  공

어 청색  시키  여   다.

 같  동  , 트라  상   다  3개  색, 색  청색 는 상<96>

에   다.

EL 에  가 체  료가  마다, EL 에  가 체가 공 는 재료 챔 (111)는 체<97>

 거나 또는 재료 챔 (111)는 가 체만  변경시키  여 사   다. 욱 , 재료 챔 (111)에

착 는 (113)  나  에 지 고  개 상   착   다. 

게다가, 여 에 사 지 지라도, 마 크는 재료 챔 (111)  개  사 에 공   어  가 체가<98>

마 크  통  공 는  상   어 다. 재료 챔 (111)  마 크는 개별  거 거나 또는

 내에 통   다. 

EL  (42)  동 ,  처리   는 EL     산  재   게 퇴<99>

에, 습   산  거  포 지 는 다. , 질  또는 곤과 같   가 에  EL 

 는 것  람직 다. 게다가, 가 체  비   사 는 는 가 체   어

  에 처리동   사   다. 

라 , EL (42)   후에, 차폐(light shielding) 도 막  보  극(44)  만들어진 극(43)<100>

다. 실시  1에 , MgAg  만들어진 도 막  드(43)  사 , 루미늄  만들어진 도 막

보  극(44)  사 다. 

 EL   가열에  열등  라  드(43)가  가능  낮  도( 람직 게  120℃  실 내가<101>

람직 )에  는 것  람직 다. 라 , 라 마 CVD  링(sputtering)  원 는 막 착 

들  찰 다. 게다가,  도 지 가열   본  에 걸쳐  매트릭   람

직 다.

본 에 , 질  실리 , 탄탈 산 , 또는 탄  같  막  만들어진 벽 (45)   후에, <102>

 지막  만들어진 커 (46)  도 1c에   가  사  다.  지 에

커 (46)   여 사 는  지 체  람직  도는 1x10
-3
  3x10

-2
Pa·s사 에  

다. 게다가,  지 에  만들어진 커  막 께는 0.1㎛ 내지 20㎛ 다. 그러나,   건식 처리

비   상태  보다 꺼운 막  께  만드는 것  가능 다. 

    커 (46)    료 다. 그러나,  ,   또는 라 틱 <103>

과 같    커 (46)상에 공   어 ,      료 다. 커 (46)

 매트릭     본  여 착 재  능  는 규  가지도  만들어질 

다. 

EL  열 시키는 습   산 에  책(countermeasure) , 건 (dry agent) 또는  산<104>

과 같  산  지 (anti-oxidant)는  지막  만들어진 커 내에 첨가   다.

(실시  2)<105>

본  실시  2에 는 도 4a 내지 도 6c  참 여   주변에 공 는 드라    <106>

 동시에 는   루어진다. 그러나,  단  여, 드라  에 

 본  CMOS 가 도 에 도시 어 다.

첫째, 도 4a에 도시  같 ,  막(301)  리 (300) 상에 300㎚  께  다. 100㎚ 께<107>

 실리  산 질 막  20㎚ 께  실리  산  질  막  는 막  실시  2에   막

(301)  사 다.  지 에 , 10  25wt%사 지 리 (300)과 는 실리  산  질  막

질  도  는 것  람직 다. , 엘리 트는 막  공없    상에 직   

다. 

다 에,  실리 막(도 에 도시 )는 공지  막 착  사   막(301) 상에 50㎚<108>

께  다. 본  비결  실리 막  사 는 것에  가 없 나 비결   포 는

도체 막(마 크 결  도체 막 포 )  사   다. 욱 , 비결  실리  갈 막과 같  비결  

 포 는  도체 막  사   , 그것  막 께는 20  100㎚사 다. 
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그 다 에, 비결  실리  막  공지  에  결 어 결  실리 막(다결  실리  막 또는 다결<109>

막)(302)  다. 결  는  사 는 열 결 ,  사   어닐링 결

,   사  램  어닐링 결 가 재 다. 결 는 XeCl 가  사 는 엑사  

  사 여 실시  2에    다. 

 상  처리   사  엑사   실시  2에  사   나, 직사각  상  사<110>

  나 연  사 곤    연  사 엑사    사   다.

실시  2에 , 결  실리  막  TFT   사 지라도, 비결  실리  막  사 는 것  가능<111>

다. 게다가,  어 TFT    여 결  실리 막  사 는동  OFF 값  감  

지 는  TFT   는 비결  실리  사 는 것  가능 다. 리어 동  비

결  실리 막에   라     결과  OFF   다. , 

  어 운 비결  실리  막     결  실리  막  리 게   다.

다 에, 도 4b에 도시  같 , 실리  산  막  만들어진 보 막(303)  결  실리 막(302)상에<112>

1340㎚  께  다.  그  께는  100  내지  200㎚(130  내지  170㎚가  람직 )  택   다.

게다가, 다  막  연막  실리  사   다. 보 막(303)  결  실리 막   도 동

 라 마에 지 도  그리고   도 어  가질  도  공 다.

지 트 마 크(304a, 304b)는 보 막(303) 상에  n  도  질( 후 n    언 )과<113>

돌 는   보 막(303)  통  도 다. 그룹 15에 는  n    사

 다. 통상 ,  또는 비 가 사   다. 실시  2에  PH3가 량  리없   라 마

( ) 도   사   ,  1×10
18
원 /㎝

3
 도  도 다. 질량  리가 는 

주    사   다. 

러  에   n   역(305)에 , 그에 포  n    도   그  도가<114>

2×10
16
 내지 5×10

19
원 /㎝

3
(통상 , 5×10

17
 내지 5×10

18
원 /㎝

3
) 도  다.

다 에, 도 4c에 도시  같 , 보 막(303)  지 트(304a, 304b)는 도  그룹 15에 는  <115>

시키도  거 다. 공지     사   , 실시  2에  는 엑사

 사에 여 다. 엑사   사  지 고, 사  엑사  

  연  사  엑사  가  사   다. 원 는 도   원  시

결  실리  막  지 는 에 지 에  는 것  람직 다.  사는 보  막(303)과 

께   에 주 다.

 에 여   동  열처리에  는 그  께   다. 가 열<116>

처리에 여    열  고 , 450 내지 550℃ 도에  열처리  는 것  

다. 

러   여, n   역(305)  에지 ,  경계 (  )  n   역<117>

(305)   도 지  주변에 재 는 역  별  것 다. 는 TFT가 후에 료 는 시 에

, LDD 역  채   역 사 에  매우   루어질  다. 

도 4d에 도시  같 , 결  실리  막    후에 거 어  도체 막( 후 <118>

언 )(306 내지 309)  다.

그 다 에, 도 4e에 도시  같 , 게 트 연 막(310)  (306, 309)  도  다. 실리<119>

포  10 내지 200㎚  께, 람직 게 50㎚ 내지 150㎚  가진 연막  게 트 연막(310)  사

  다. 그  막  단   또는   취   다. 110㎚ 께  실리  산 질  막  실시

 2에 사 다.

200 내지 400㎚ 께  도 막  후에 후 닝 어, 게 트 극(311 내지 315)  다. 게 트<120>

극(311 내지 315)  에지   상(taper shape)    다. 실시  2에  게 트 극에

 는 리드 어( 후 게 트 어링  언 )  게 트 극  다  재료  다는

것에 다. 특 , 게 트 극  보다 낮   가진 재료는 게 트 어링   여 사

다. 그 는 마 크 -공   는 재료가 게 트 극  사    또  게 트 어링
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에  재료가 마 크  공  닐 경우 어링  여 사 는 재료가 낮   가진다는 에 

다. , 게 트 극  게 트 어링  동  재료    다.

게다가, 게 트 극  단  도 막    ,   2개 또는 3개   루어진 막<121>

 사 는 것  람직 다. 공지  든 도 막  게 트 극에  재료  사   다. 그러나, 

 같 , 마 크 -공   는 재료, 특  2m  라 폭  닝   는 재료  사 는

것  람직 다.

통상 , 탄탈(Ta), 티타늄(Ti), 몰리브 (Mo), (W), 크 (Cr)  실리 (Si)  루어진 그룹<122>

 택   만들어진 막 또는   (통상  탄탈  질  막,  질  막,,

또는 탄탈  질  막)  포 는 질  막, 또는 상  (통상  Mo-W , Mo-Ta )  결

가지는  막, 또는 상  (통상   질 막 또는 티타늄 실리사 드막)  실리사 드막  사

는 것  람직 다. , 막들  단  또는  사   다. 50㎚ 께  탄탈  질

(TaN)막과 350㎚ 께  탄탈 (Ta) 막  루어진 막  실시  2에 사 다. 들 막  링에 

  다. 욱 , Xe, Ne 등과 같   가 가 링 가  가  , 에  막

겨짐  지   다. 

 시 에 , 게 트 극(312)  n   역(305)   첩 고 게 트 연막(310)  샌드 도<123>

 다.  첩  후에 게 트 극과 첩 는 LDD  역  다. 단 도에 , 게 트 극들

(313, 314)   개  극  볼  지만, 실 는  어 다. 

다 , n   (실시  2에 는  사 )는 도 5a에 도시   같  게 트 극(313 내지 315)<124>

는   식  도 다.  도   역(316 내지 323)내에 도 어  역들

(305, 306)  것에 1/10 내지 1/2  도(통상  1/4 내지 1/3 사 )  도  다. 특 , 도가

1×10
16
 내지 5×10

18
원 /㎝

3
(통상  3×10

17
 내지 3×10

18
 원 /㎝

3
)  것  람직 다. 

도 5b에 도시   같 , 지 트 마 크(324a 내지 324d)는 게 트 극 등  도   n  <125>

(실시  2에 는  사 )는 고 도   포 는  역(325 내지 329)    도

다. (PH3)  사 는  도  여 에  , 들 역에   도는 1×10
20
 내지 1×10

21

원 /㎝
3
 사 (통상  2×10

20
 내지 5×10

21
 원 /㎝

3
)가 도  다. N 채  TFT  드  역 또는

 역    통  , TFT  시에, 도 5a   통   n   역

(319 내지 321)  는 남 다. 들 나 지 역들  도 5에   TFT  LDD 역(15a 내지 15d)에 

다. 

다 , 도 5c에 도시   같 , 지 트 마 크(324a 내지 324d)가 거 고, 새 운 지 트 마 크(332)<126>

가 다. 어 p   (실시  2에 는 가 사 )가 도 어 고 도  는 

역들(333, 336)  다. 는 보란(diborane)(B2H6)  여  도  도  그 도

는 3×10
20
 내지 3×10

21
원 /㎝

3
다(통상  5×10

20
 내지 1×10

21
 원 /㎝

3
 사 ).

 1×10
20
 내지 1×10

21
원 /㎝

3
 도에   역들(333 내지 336)  미 도 었 , 는 보<127>

다 어도 3    도  도 었다는 것  주 다. 그러므 , 미리  n   역  p  도

  고 p   역  능 다. 

다 , 지 트 마 크(332)  거  후에, 각 도에  n   p   는 다.  어닐링<128>

(furnace annealing),  어닐링 또는 램  어닐링   단    다. 열 처리는 

에  550℃에  4시간 동  질   에  실시  1에  다. 

 시 에  에 포  산  가능  많  거 는 것  다. 것  어   트  산<129>

가 재  경우, 극    산 고,  가  래 , 동시에 후에   만들

가  어 게 다. 그러므  상    처리 경에  산  도는 1ppm  ,

람직 게는 0.1ppm 다. 

 가 료  후에, 게 트 어링(337)  도 5d에 도시   같  300㎚  께  다.<130>

주  루미늄(Al) 나 리(Cu)(  50% 내지 100%  차지 ) 가지는 막  게 트 어
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링(337)  재료  사   다. 게 트 어링(337)  에 여, 그것  게 트 어링(211) 

 TFT(도 4e  게 트 극들(313, 314)에 )  게 트 극들(19a, 19b)  도 3에  같  

 도  다. 

게 트 어링  어링  러  타    주 게 만들어질  , 그러므<131>

 큰  역  가지는   역( )    다. , 실시  1   는 10

 각  또는 그 상  크린 사 (그 에도, 30  상  각 )  가지는   가  

에 여  에 주 과 다. 

다 , 도 6a에 도시   같 ,  1 간 연막(338)  다.  1 간 연막(336) , 실리<132>

포 는 단   간 연막  사 거나 또는 실리  는 2 상  타  연막  결 는 막

 사  도 다. 욱 , 400㎚ 내지 1.5㎛ 사  막 께  는 것  다. 800㎚ 께 실리

산 막  200㎚ 께 질  실리 막  사 는 는 실시  2에  사 다. 

가  열처리는 300 내지 450℃ 사  도에  1 내지 12시간동   3내지 100%  포 는 <133>

에   그   첨가가 다.  는 열  여  에  래  도체 막

에  링 본드(dangling bonds)  료   다. 라 마  첨가( 라 마에  여

 )는  첨가  다 단    다. 

 첨가 단계는  1 간 연막(338)   단계들 사 에 삽   다. , 상  같   첨가 처<134>

리는 200㎚ 께 실리  산  질 막   후에 , 어 나 지 800㎚ 께 실리  산 막

후에   다. 

어, 택트   1 간 연막(338)과 게 트 연막(310)에 고 그것에   어링(339 내<135>

지 342)  드  어링(343 내지 345)  다. 실시  2에 ,  극  100㎚ 께  가지는 티타늄

막, 티타늄  포  300㎚  께  가지는 루미늄막,  150㎚  께  가지는 티타늄막  링에

 연  는 3   막  만들어진다. , 다  도 막  사   다. 

다 ,  1 막(passivation film)(346)  50 내지 500㎚ 께  만들어진다(통상  200 내지 300㎚<136>

사 ). 300㎚ 께 실리  산  질 막  실시  2에   1 막(346)  사 다. 것  질

실리 막  체   다. 

실리  산  질 막  에 H2나 NH3  같    가  여 라 마 처리  는 것<137>

과 다.  리 에   는 열처리   개 다. 동시에,  1 간 

연막(338)에 가  는  쪽  산 , 그러므   과  첨가   다. 

다 , 도 6b에 도시   같 ,   지  만들어진  2 간 연막(347)  다.   <138>

지 , 폴리 미드, 폴리 미드, 크릴 지, 또는 BCB( 사 클 )  같  재료들  사   다.

특 ,  2 간 연막(347)  링   주  사  에, 우  링 질  가지는 크릴 

지가 람직 다. 실시  2에 , 크릴 지막  TFT에   단계 차  링 에  께

다. 람직  막 께는 1 내지 5㎛(  람직 게는 2 내지 4㎛) 사 다. 

택트   2 간 연막(347)과  1 막(346)에 어 드  어링(345)에  <139>

는  극(348)  다. 실시  2에 , 듐 주  산 (ITO)막  110㎚ 께  , 닝

 극    다. , 다  재료  같 , 연 산 (ZnO)  2 내지 20%가 듐

산 에  고 연 산   갈  산  는   극  사   는 것

가능 다.  극(348)  EL  드가 다. 

도 6에 도시   같 , 어  지 재료  크(349)가 다. 크(349)는 닝시에 1 내지 2㎛ 사<140>

 체 막 께  가지는 폴리 미드막 나 크릴 지    다. 크(349)는 도 6c에 도시  

같 ,  열 사 에  트라  상  다. 실시  2에 , 크(349)는  어링(341)  

라 지만, 게 트 어링(337)  라  도 다. 

EL (350)  도 1c  참 여  계 가  여 다. 나  만  도시 었지만,<141>

각 라 R( 색), G( 색),  B(청색)에 는 EM  실시 1에   같  다. 

, 재료 챔 에 공  EL    가 체는  진 에   진  원<142>
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다. EL    원  가 체가 극에 가  에  공  계에   ,

가 체는 재료 챔  에 착  리  극에    다.  EL  가 체가 비  

 가  극에  가  후에, 가 체는 어 극에  어 어 (110) 상  원 는 

에 가 다. 

본 에 , , 색 EL 에  가 체는 리  극에  EL    원  가 <143>

체  재료 챔  다. 어, 가  극에  가  후에, 가 체는 어 극에  어

어 색     열 상에 EL  게 다. 다 ,    동  후에,

색 EL    가 체는 색   여  열  다. 어   

 동 어 재료 챔 가 청색 EL    가 체는 청색     열  

다. 

3색 트라  상 EL   동  색, 색,  청색  각각   여  열에<144>

가 체  차  가  다. 나  만  실시  2에 도시 었지만, 동  색  

  EL  동시에  또는 에 나  열   것 다. 욱 ,  경우, 마 크는 재료

챔   사 에 공    그것에  마 크에 계  가  가 체  가  

어 게 다. 

EL 재료 , 실시  2에 , 시 -폴리 니실린 비닐  색   여 EL 에  사   <145>

, 색   여 폴리 니실린 비닐  EL 에  사 고, 청색   여 폴리

킬 니실린 나 폴리 니실린 비닐  사   다.  막 께는 30 내지 150㎚( 람직 게는 40 내지

100㎚) 다. 

공지  재료는 EL (350)  는  사   다. 동  고 여,  재료가 사 는 것  <146>

람직 다. 실시  2에 , EL (350)  상  EL 재료  다. , 만  단  가 취 진다. 그

러나,  주 ,  달 ,  달 ,  주 ,  지 , 또는   다  공  

다. MgAg 극  실시  2에  EL  드(351)  사 었지만, 다  공지  재료가 사  도

다. 

계에  어 는 계 가  실시  2에 도시 어 다. 그러나, 크 주  나 EL 에 <147>

재료가 어 고   가 는 과 같  다  들  사  도 다. 

 가 고 각 라가 었지만,  주 ,  달 ,  달 ,  주 ,  지 ,<148>

또는   는 경우, 상  재료  만들어진 들      가 과 같  들

 사  에    다. 

드(MgAg 극)(351)  EL (350)   후에 진공 착에  다. EL (350)  막 께는 80 내<149>

지 200㎚( 람직 게는 100 내지 120㎚) 고 드(351)  막 께는 180 내지 300㎚( 람직 게는 200 내지

250㎚) 다. 

보  극(352)  드(351)상에 가  공 다. 루미늄  포 는 도  막  보  극(352)<150>

사   다. 보  극(352)  마 크  여 진공 착에    다. 상 에  보

극  갖는  상태는 본  통   매트릭   는 것  주 다. 

벽 (353)  그 에 가  어 보  극(352)  지 료   매트릭   에 <151>

지 는다. 실시  2에 , 탄탈  산  벽 (353)    재료  사 다. 그러나, 질  실

리 , 질  루미늄, 또는 탄 , 특  DLC  같   재료가 사   다. 벽 (353)  라 마 CVD

같  실내 도에   막 착  사  도 나, 실시  2에  링   

다. 

벽 (353)   후에,  지  만들어진 커 (354)  벽 (353) 상에 다. 매   <152>

지  고  지 체   당  여  지 체   후에,  지 체는 재

료 챔  내에 공 고 계 가 에  가 어, 커 (354)  게 다.  시 에   지

체   1×10
-3
 내지 3×10

-2
 Pa·s 사 다. 

욱 ,  시 에 , 나 커  는  지 체 내   산 과 같  산  지<153>

첨가는 EL    습   산 가 EL  내  는 것  지 에 과 다. 
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실시  2  경우, 도 6c에 도시   같 , N 채  TFT(205)    역(355), 드  역(356),<154>

LDD 역(357)  채   역(358)  포 , LDD 역(357)  그들 사 에 샌드  게 트 연막

(310)  통  게 트 극(312)과 첩 다. 

드  역  에  LDD 역 만    는 동  도  강 지 는다는 에 다. 욱 ,<155>

n-채  TFT(205)에  OFF 값에 주 많  주   는 없 , 차라리 동  도에  는 것

 다. 라 , LDD 역(357)     감 시키  여 게 트 극과  첩 게 는

것  람직 다. ,   거 는 것  람직 다. 

실시  2   매트릭  에 ,   TFT는  동 에 공 다. 그러므 , 주 <156>

 신뢰  얻어지고 동  특  개 다. 

, 가능  많  동  도  강 지 도   여  리어 주  감 시킬  는  갖<157>

는 TFT는 동  는 CMOS  N 채  TFT(205)  사 다. , 동 는 시 트

지 , ,  시 , 샘 링 (샘  드 드 ) 등  포 다. 지  동  는 경우,

D/A 컨  같  신   도 포 다. 

다 ,  TFT  n-채   TFT  단  가 도 7a  도 7b  참   것 다. 여 에 사<158>

 참  는 도 2  것에 다. 

, 도 7a에 도시  에 , LDD 역(15a 내지 15b)는 그들 사 에 샌드  게 트 연막(18)  통<159>

게 트 극(19a 내지 19b)과 첩 지 도  공 다. 러  는 OFF 값  낮 는  주 과

다. 

편, 도 7b에 도시  에 , LDD 역(15a 내지 15d)  공 지 는다. 도 7b  에 는 경우,<160>

생산  개 는  그 는  가 도 7a   는 경우  비 여 감    

다. 

본 에 어 , TFT는  TFT  도 7a 내지 도 7b에 도시   어느 나  취   다. <161>

다 ,  TFT  N 채   어 TFT  단  도시 다. 여 에 사  참  는 도 2  것에<162>

다. 

도 8a에 도시   어 TFT에 어 , LDD 역(33)  드  역(32)과 채   역(34) 사 에 공<163>

다. 여 에 도시   어 TFT  는 LDD 역(33)  그들 사 에 샌드  게 트 연막(18)  통

게 트 극(35)과 첩 는 역과, LDD 역(33)  게 트 극(35)과 첩 지 는 역  갖는다. 그러나,

도 8b에 도시   같 , LDD 역(33)  그 에 공 지 는다. 

 어 TFT는   여 EL  만드는  공  동시에 등   에 블<164>

링  여 공 량  어 다. 그러므 , 가 가  에도 열 가 생 지 도   리어 주 에

여 열 에  책  취  가 다. 

 리어 주 에  래  열 에 여, LDD 역  게 트 극과 첩 는 가 주 과 라는<165>

것  공지 어 다. 그러므 , LDD 역  도 8a에 도시  같  그들 사 에 샌드  게 트 연막

(18)  통  게 트 극(35)과 첩 고  공 는 가 다 라도, OFF 값   책

, 게 트 극과 첩 지 도  공  LDD 역  본  에  도시 다. 그 에도, LDD 역

상 에 라 도 8b에 도시   같  에 공 지 는다. 

도 8a  도 8b에 도시  TFT  에 어 , TFT에 가   VDS  10V 상 , 도 8a에 도시  가<166>

람직 다. 편, TFT에 가   VDS  10V , 도 8b에 도시  가 람직 다. 

도 6c에 도시  커 (354)  고  강 시킨 후에,   신  단   단 나<167>

연체 상에     커 (가  쇄 : FPC)가 착 ,   가 

 료 는 것  주 다. 본 에 ,  러  상태       (EL

듈) 라 리운다. 

커 지  실시  2  EL 듈  도 9a 내지 도 9b  참  여 에 어 다.<168>

실시  2   매트릭     는 (902), 게 트  동 (903),  리 (901)<169>
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상에    동 (904)  포 다.   TFT(905)는 n-채  TFT 고 게 트  동

(903)에  게 트 어링 라 (906)과   동 (904)에   어링 라 (907)

차 에 다. 욱 ,  TFT(905)  드   어 TFT(908)  게 트에 어 다. 

욱 ,  어 TFT(908)    워  공  라 (909)에 어 다. 실시  2  같  에<170>

, 지 (어  )는 워  공  라 (909)에 진다. AL (910)는  어 TFT(908)  드

에 다. 욱 , 미리 결  (3 내지 12V, 람직 게는 3 내지 5V)  EL (910)  드에 

가 다. 

동 에 신     어링(912,913)  워  공  라 (909)에   <171>

어링 라 (914)   /  단  능 는 FPC(911)에 공 어 다. 

여 에 , 도 9b에는 도 9a  라  A-A'  라 취  단 에 는 단 도가 도시 어 다. 도 9a  도 9b<172>

에 , 동  참  가 동  에 고 그 에는 동  참  가 도 6  동   

는  사 다. 

도 9b에 도시   같 , (902)  게 트  동 (903)는 리 (901) 상에 어 다. <173>

(902)는  어 TFT(202)   어 TFT(202)에   극(348)  각각 포 는 복

 루어진다. 게 트  동 (903)는 N 채  TFT(205)  P  TFT(206)가 결 보상  CMOS 

여 다.

 극(348)  EL  드  능 다. 크(349)는 크(349)  내 상에 EL (350)  <174>

여  극(348)  갭 내에 다. 드(351)  보  극(352)  그 에 다. EL  

는 실시  2에 도시  에 드시  는 없지만, EL  는     극

드  능   다는 에 주 다.

실시  2  경우에 어 , 보  극(352)  든  열에  공  공통 어링  능 , <175>

어링(912)  경 여 FPC(911)에 어 다. (902)  게 트  동 (903)에 포

든 들  질  실리 , 탄탈  산 , 또는 탄 (특  DLC 막)  같   재료  만들어지는 벽

 진다. 벽 (353)  생략 는 것  가능 지라도, 벽 (353)  공   각 들  차폐

는 에  람직 다. 

다 , 커 (916)  EL   여 벽  상에 공 어 다. 커 (916) , PVC(폴리비닐 클<176>

라 드), 에폭시 지, 실리  지, 크릴 지, PVB(폴리비닐 틸) 또는 EVA(에틸  비닐 트)가

사   다. 커 (916) 내에  (도시 지 )는 습   과  지 다.

리, 라 틱,  라믹  만들어지는 보   커 (916) 상에 공   다. 그 에도, 보  <177>

(도 에는 도시 지 )  커 (916)    매트릭  에 결 는   다. 

상   같   여 EL  (910)상에 벽 (910)  커 (916)  공 , EL  <178>

(910)는  경   차단    습   산  같  EL  산   가 는 

질에    지   다. 라 ,  신뢰  갖는   가   다. 

도 9에 도시       는 도 10에 도시 어 다. 실시  2    는 <179>

 동 (1001), 게 트  동 (A)(1007), 게 트  동 (B)(1011)  (1006)  포 다.

본  에 ,  어  " 동  "는    처리    게 트  동   포 는  

어 다. 

  동 (1001)에는 시 트 지 (1002),  시 (1003), (1004),  샘 링 (샘  <180>

드 드)(1005)가 공 어 다. 욱 , 게 트  동 (A)(1007)에는 시 트 지 (1008),  시

(1009),  (1010)  공 어 다. 게 트  동 (B)(1011)는 동   취 다. 

여 에 , 시 트 지 (1002  1008)는 각각 5 내지 16V(통상  10V)  동  가지 , 도 6c에<181>

 참  (205)  지시  는    CMOS 에 사  N 채  TFT에 다. 

그 에도, 도 6c에  n-채  TFT(205)  포 는 CMOS 는 시 트 지  사 게,  시 들<182>

(1003, 1009)  들(1004, 1010)  각각에 다. ,  게 트 나 트리  게 트 

 같  티-게 트  갖는 게 트 어링  각  신뢰  개 시키는  과 다. 도 2에 도
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시   갖는 는 (1006)에 열 어 다. 

상  는 도 4a 내지 도 6c에 도시   단계에 라  TFT   게   다. 실시<183>

2에 ,   동  만  도시 었지만, 동 , 신  동  같  리 , D/A 컨

 , 연산 폭  ,  단계가 실시  2  것에 라   경우에만 동  연체상에

 a-   는 것  가능 다. 그 에도, 리 , 마 크  등    다. 

실시  2   실시  1  과 게 결   다. <184>

[실시  3]<185>

도 1b에 도시  것과 다    는  실시  3에 도시 어 다. 도 11에 ,  어<186>

TFT(1101)는 (1100)상에 고,  어 TFT(1101)에   극(1102)  도 에 도시  

 같  어 다. 실시  3에 , EL (1103)  크 트  사 여  극(1102)상에 

다. EL 에  가 체  실시  1에 사  동  재료  사 는 것  다는 것  주 다. 

EL (1103) 상에는 드(1104)    MgAg  AlLi  같   동  능  가지는 재료  사<187>

는 것  다는 것  주 다. 드(1104)   후에, 크 트   상에 균 게 

 지막  만들어진 커 (1105)  는  다시 사 다. 람직 게는,  커 (1105)  막

께는 10㎚ 내지 300㎚ 사 에 다. 

 지  만들어진 커 (1105)    재료 ,  도  경도(hardness)  가지는 재료<188>

사 는 것  , 습   산  같  질들  만 는 것  허 지  평  가진다. 보다

상 게는, 에폭시 지, 크릴 지, 폴리 미드, 폴리 미드,  실리  지  같    지가 

람직 다. 커 (1105)  크 트  여  에,  상에 택    

다. 

도 12에는 크 트    매트릭  (1200)상에 (1201)에 커 (1202)  <189>

는  도시 어 다. EL    가 체  커      지 체는

여 에 도시  에  헤드(1203)  는 것  주 다. 크  트  에  공지  에

(Piezo) 에는 여러 가지 타   나는 MLP(multi layer piezo; 티  에 ) 타  다  것

ML ( 티  라믹  집  에  그 트)타 다. 여 에 도시  헤드(1203)는 -엡 (Seiko-

Epson)  포 에     드  에  동  ML (On  Demand  Piezo  Driver  ML  Chip) 라

리운다. 

ML  라믹  만들어진 진 트(1204), 통신 트(1205),  재료 챔 (1207)  는 재료<190>

챔  트(1206)  루어지 , 에  (1208)는 재료 챔  각각에 라 진동 트(1204) 상에

다. 

어, ML 에 , 3개   트(SUS 트)가 공  (1209), (1210)  헤드(1203)  <191>

는 (1211)    다. 도 12는  개  (1211)  공 어 는 상태  도시 다.

그러나,  는 그것에 재 는 것  니 , 가  역과 가 체에 라 나   공 거나

 개   공   다. 

 ML   가  동  원리는  상  극(1212)   극(1213)에 가  , <192>

에  (1208)는 진동 고 그것에  에  (1208)과 진동 트(1204),   브

 과(piezoelectric effect)  래 게 다. ,   브 에  재료 챔 (1207)에

가 고, 재료 챔 (1207)에 공    지 체가 지고 어 가 다. 

도 11에 도시   같 , 커 (1105)   후에, 벽 (1106)  커 (1105)   여 링<193>

 다. 실시  3에 , 벽 (1106)  탄 막, 특  DLC(다 몬드  탄 ) 막  다. 그러

나, 벽 (1106)  는 재료는 그것에 는 것  니 , 탄탈  산 , 질  루미늄, 또는 실리

 질 과 같  재료들  사  도 다. 벽 (1106)  도우 마 크  여 택  다. 

그러므 , 커 (1105)  벽 (1106)   매트릭  상에 ,  습   산<194>

같  EL 에    지   다. 

[실시  4]<195>
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 타 (간단  매트릭  타 )   에  본  사 는 경우는 도 13  참 여 실시  4<196>

에  어 다. 도 13에 , 참  (1301)는 라 틱  만들어진   1302는  도

 막  만들어진 드  다. 듐 산   연 산   실시  4에  드(1202)

 링  다. 도 13에 도시 지는 지만, 드(1302)  복  라   공간과 평

  트라  상  열 다. 

욱 , 트라  상  열  드(1306)   공간에 직   다. 크(1303)는<197>

드(1306)들 사  공간  채우  여 다. 

연 , EL 재료  만들어진 EL (1304a 내지 1304c)  실시  1에  계 가  여 <198>

다. 참  (1304a)는 색  는 EL , 1304b는 색  는 EL  , 1304c는 청

색  는 EL  다. 실시  1에 사  EL 재료는 실시  4에 사 게 사   다. 들 EL

 크(1303)에    라  에, 들   공간에 직   트라

 상  열 다. 

본 실시  실시 , 색, 색,  청색  3색  가 트라  상  상에 다. <199>

가 3색  가질 는 없   또는  개  색  가질 도 다는 것  주 다. 그 에도, 색들  색,

색,  청색에 지 , 랑색, 지색  색과 같  다  색들  사  도 다. 

, 색 EL    가 체는 재료 챔 에 비 다. 어 가 체는 재료 챔  에<200>

공  극에  생  게에  다. EL 에   가 체는 계에  어 고, 원

는  에 도달 다. 그래  EL  다. 

색 EL 에  가 체가  가 다. 가 체가 계에  어  에, EL 에  가<201>

체는  원 는 에 택  가   다.  나  열  는   

동  가 체  가 는 것  다는 것  주 다. 

연 , 가가   도    열   동  후에, 색 EL 에  가 체가 <202>

가 다.  다   열    동시킨 후에, 청색 EL 에  가 체가 가 어  

에  색, 색  청색  트라  상 EL  다. 

상  동  복 , 트라  상 는 도 13에 도시   같  에 다. 동  색<203>

는  에 나 또는 동시에    다는 것  주 다. 

여 에  EL  단지  루어진 단   EL  지만,   주    <204>

 달 과 같   사에 여 는  EL 재료   다  들  사  도 다.  간

 는 경우들  다. 그러나,  들 ,  주    루어진  는 경우에,

막  EL  참 다. 

 시 에 ,  라 에 동  색   들  상  간격(D)  EL  막 께(t)보다 5 상( 람직<205>

게는 10 상) 게 는 것  람직 다. 것  D < 5t  경우 들 사 에 크 크  가 

생  다. 간격(D)    어   주 미  상  얻어질  없다는 것  주  

다. 그러므 , 간격(D)  5t < D < 50t( 람직 게는 10t < D < 35t)  는 것  람직 다. 

욱 ,  경우, 사 게,  라 에  동  색   들  상  간격(D)  EL  막 께(t)보다 5<206>

상( 람직 게는 10 상), 람직 게는 5t < D < 50t( 람직 게는 10t < D < 35t)   게 는

것  람직 다. 

그러므 , EL 에  가 체는 EL   여 계에  재어 , 그  가  <207>

어 는 것  가능 진다. 

후, 도 13에 도시 지는 지만, 드  보  극  드(1302)에 직 고  공간에  드<208>

 보  극  복  라  직   도  트라  상  열 다. 드(1305)는

MgAg  만들어지  보  극(1306)  루미늄 막  만들어지 ,  다는 각각 실시  4에  착에 

 다. 욱 , 도 에 도시 지는 지만, 어링  FPC가 미리 결   보  극(1306)에

가   도  후에 착 어지는 에 다. 

어  EP 가 (1301)상에 다.  극  실시  4에  과 극  능  에, EL<209>
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(1304a 내지 1304c)에  생   ( (1301))에 사 다. 그러나,  극  EL  

 시킴   차폐 드  능   다. 그 경우, EL (1304a 내지 1304c)에  생  

상 ( (1301)  )에 사 다. 

보  극(1306)   후에,  재료  만들어진 벽 (1307)  다. 질  실리 , 탄탈  산 ,<210>

질  루미늄 또는 탄 (특  DLC 막)  같   재료  사 는 것  다. 벽  라 마 CVD,

링, 또는 착에    다. 질  실리  막  실시  4에  벽 (1307)  링

 다.  시 에 , 람직  벽 (1307)  막 께는 10 내지 100㎚ 사 다. 

 지막  만들어진 커 (1308)  EL  는  사  동  에  다. 여 에 사<211>

   지  폴리 미드  폴리 미드  같  재료  사 는 것  다. 욱 ,  산

 (도시 지 )    지막내에 도   다. , FPC(1310)는  도

 막(1309)  경 여 착 , 것에   타     게 다.

도 13에 도시   타    는 벽 (1307)    EL  상에 고 커 (1308)<212>

벽 (1307) 상에 는  갖는다. 그러나, 도 14에 도시   같 , 벽 (1408)  커 (1407)

  후에 는 가  도 다. 

실시  4   실시  1 내지 실시  3    어느 나  게 결 여 실시   다.<213>

[실시  5]<214>

본 에 , 벽  탄  만들어진 DLC(다 몬드  탄 ) 막  사 는 것  과 다. 그러나,<215>

막 께가  꺼우 , 과도가 어지고 막 께가 50㎚ ( 람직 게는 10 내지 20㎚ 사 )  

는 것  람직 다. 

DLC막  특   1550㎝
-1

 비  크  1300㎝
-1

 견 (shoulder)  갖는 라만 트럼 포  갖는다<216>

는 것 다. 그 에도, DLC 막  미 경도 미 여   15 내지 25 Gpa  경도  도시  

에 우  특  갖는다. 그러므 , EL  상에 또는 EL 상  커 에 러  DLC 막  는

것  과 다. 어  경우, 게, DLC 막  링, ECR 라 마 CVD, 고주  라 마 CVD, 또는 

 빔 착과 같  들  여   다. 

실시  5   실시  1 내지 실시  4    어느 나  게 결 여 실시   다. <217>

[실시  6]<218>

본   매트릭       실시 는 경우,  실리  (실리  웨<219>

)  사 는 것  과 다.  실리   는 경우, 래  IC, LSI등에 사  MOSFET

    에 는     어 , 또는 동 에 는 동 

 는  사   다. 

MOSFET  IC  LSI에  달  주  변  가지는    다. 특 ,  값에 <220>

 등   는 날 그 동  갖는  매트릭  EL  에 과 다. 

실리   과 지  그러므  는 EL    에 사 도   <221>

가 다. 실시  5  EL   는 도 9  것과 사 다. 그러나, 차 는 MOSFET  TFT 신

에 (9020  동 (903)  는  사 는 것 다. 

실시  6   실시  1 내지 실시  5   게 결 여 실시 는 것  가능 다. <222>

[실시  7]<223>

본 에 라    는   그러므     비 여  <224>

에   상  보다  우  식  나타낸다.  욱 ,    는  보다   시 각

(viewing  angle)  갖는다. 라 ,   는 다   에   에  

다.  들 ,  크린 상에  TV 그램 등  시청  여, 본 에  EL  

는 30  상( 람직 게는 40  상)  각  사  가지는 EL (   가 

내에 는 )    사   다. 

EL 는  컴퓨  , TV  그램 신  , 고  <225>
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 같  보  는  사 는 든   포 다. 욱 , 본 에 

  는 다  다      사   다. 

러   들  비  라, 지  라, 고  (헤드 착 ), 비게<226>

시 , 사운드 재생 (  착   트), 트   컴퓨 , 게 ,  보 미

( 동 컴퓨 ,  ,  게 , , 등),  매체  포 는 상 재생 (특 , 지

비 크(DVD)  같   매체  재생    재생  상     포

는 ) 등  포 다. 특 ,  보 미  경우,    사  람직 , 그 

는 경사진  보여지는 것 같   보 미    시 각  가지는 것  

다. 도 15a 내지 16b는 러    다  특  들  도시 다. 

도 15a는 (2001),지지 블(2002), (2003) 등  포 는 EL  다. 본<227>

  (2003)에 가능 다. EL 는   라  라 트  

지 는다. 그러므 , 그      것보다   께  가질  다. 

도 15b는 주  몸체(2101), (2102),  (2103), 동  (2104), 리(2104), <228>

상 신 (2106) 등  포 는 비  라  도시 다. 본 에    는 

사   다. 

도  15c는  주  몸체(2201),  신  블(2202),  헤드  착  드(2203),  (2204),  시<229>

(2205),   (2206) 등  포 는 헤드 착 타  EL  (우  )  도시 다. 본

   (2206)에 가능 다. 

도 15d는 주  몸체(2301),  매체(DVD )(2302), 동  (2303), (a)(2304), 다  <230>

(b)(2305) 등  포 는  매체  포 는 상 재생 (특 , DVD 재생 )  도시 다. 

(a)는 상 보    주  사 , (b)는 릭  보  

  주  사 다. 본 에    는 들 들(a, b)  사   다.

 매체  포 는 상 재생 는 게  등   포 다. 

도 15e는 주  몸체(2401), 라 (2402), 상 신 (2403), 동  (2404), (2405) 등<231>

포 는 ( 동) 컴퓨  도시 다. 본 에    는 (2405)  사

 다. 

도 15f는 주  몸체(2501), (2502), (2503), 키보드(2504) 등  포 는  컴퓨<232>

도시 다. 본 에    는 (2503)  사   다. 

 EL 재료      도가  가능 게  , 본 에    는<233>

 상 보  포 는    등에  커지는  또는 후  에 가능 다. 

상   들  , CATV( 블 비  시 )  같  원격 통신 경  통  는 <234>

 보에  사    동 상 보    다.   는  EL 재료가

고 답 도  나타낼   에 동 상  는  다. 그러나, 들 사  곽

료  경우, 동 상  체  료 게 지 는다. 본 에    가 들

사  곽  료 게    에,    에 본     

는 것  상당  리 다. 

    는 워  , 그러므  그 에  가능  게 도  는 <235>

 보  는 것  람직 다. 라 ,   가 주  릭  보  는

 , 에  들   보 미   , 특   나 사운드 재생 에 

는 경우, 릭  보가  에  는  비 사  경에 게 도   

 동 는 것  람직 다. 

도 16a  참 ,  가 도시 어 , 는 주  몸체(2601),  (2602),  <236>

(2603), (2604), 동  (2605),  나(2606)  포 다. 본 에    

는 (2604)  사   다. (2604)는 검 색 경에 색  

   워  감 시킬  다. 

도 16b는 주  몸체(2701), (2702),  동  (2703)  포 는 사운드 재생  체<237>
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 어  에 착    도시 다. 본 에    는 (2702)

사   다. 착   비가 본 실시 에  도시 었지만, 본   타   트  타

에 가능 다. (2704)는  에  특  운 검 색 경에 색  

 워  감 시킬  다. 

상   같 , 본  든 에   에 다 게   다. 본   <238>

는 실시  1 내지 실시  6   게 결 는  가지는     얻어

질  다. 

[실시  8]<239>

 실시 에 ,     EL 재료  여 게 개    그것에  트리<240>

여 (triplet exciton)    사 는  사   다. 그 결과, EL  워 는 감

 것 , EL   게   고 EL  게는 가벼워질 것 다. 

다      트리  여 에  개 는 보고 다(T.Tsutsui, C. Adachi, S. Saito, <241>

  시 에   , ed. K. Honda,(Elsevier Sci. Pub., Tokyo,1991) p.437).

상  에  보고  EL 재료(coumarin pigment)   식  다 과 같  나타난다.<242>

[ 식 6]<243>

<244>

(M.A.Baldo,D.F.O'Brien,Y.You,A.Shoustikov,S.Sibley,M.E.Thompson,S.R.Forrest,Nature 395(1998)p.151)<245>

상  에  보고  EL 재료(Pt complex)  식  다 과 탁  나타나진다. <246>

[ 식 7]<247>

<248>

(M.A.Baldo, S.Lamansky, P.E.Burrows, M.E.Thompson, S.R.Forrest, Appl. Phys. Lett., 75(1999)p.4.)<249>

(T.Tustsui, M.-J.Yang, M.Yahiro, K.Nakamura, T.Watanabe, T.TSUJI, y.Fukuda, T.Wakaimoto, S.Mayaguchi,<250>

Jpn, Appl. Phys., 38(12B)(1999)L1502)

상  에  보고  EL 재료(Ir complex)  식  다 과 탁  나타나진다. <251>

[ 식 8]<252>

<253>

상   같  트리  여   사    경우,      단<254>

- 21 -

등록특허 10-0780570



여   는 경우보다 3  내지 4   게   다. 

실시 8에  는 실시  1내지 7  어느  게 결 여 실시   다.<255>

     과

본   실시 , EL  과  커  동    여   ,  t는  EL  ,<256>

드, 벽 ,  커  에 지 고 연  동  티 챔 에  과  는 것  가

능 다. 그 에도, 벽   커  , 습   산  EL  가 지 다. 욱 ,

벽 과 커    가 , 그러므  통상    비 여, 본 

 가  고 게가  가볍다. 

도  간단  

도 1a 내지 도 1c는 본  막   도시  도 .<1>

도 2는   단   도시  도 .<2>

도 3a  도 3b는      평 도.<3>

도 4a 내지 도 4e는      도시  도 .<4>

도 5a 내지 도 5d는      도시  도 .<5>

도 6a 내지 도 6c는      도시  도 .<6>

도 7a  도 7b는   TFT  단 도.<7>

도 8a  도 8b는   TFT  단 도.<8>

도 9a  도 9b는     상  도시  도 . <9>

도 10      도.<10>

도 11   매트릭      단 도.<11>

도 12는 막   도시  도 .<12>

도 13  비      단 도.<13>

도 14는      단 도.<14>

도 15a 내지 도 15f는   실시   도 .<15>

도 16a  도 16b는   다  실시   도 .<16>

* 도  주  에    *<17>

101 : 리                102 :  어 TFT<18>

104 : EL                     106 : 벽<19>

107 : 커                   111: 재료 챔<20>

117 : 어 극               110 : <21>

201 :               301 : 막 <22>
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도

    도 1a

    도 1b

    도 1c
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    도 2
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    도 3a

    도 3b

    도 4a

    도 4b
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    도 4c

    도 4d

    도 4e

    도 5a

    도 5b

    도 5c
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    도 5d

    도 6a

    도 6b

    도 6c
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    도 7a

    도 7b

    도 8a

    도 8b
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    도 9a

    도 9b

    도 10
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    도 11

    도 12
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    도 13
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    도 14

    도 15a
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    도 15b

    도 15c

    도 15d
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    도 15e

    도 15f

    도 16a
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    도 16b
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